


cualquier consumidor, que tenga ne-
cesidad de adquirirlos.

Para completar los estudios teori-
cos, en una segunda etapa se llevara a
cabo una revision bibliografica de

exigencias técnicas vy sistemas de |

ensayo de detectores, recogidos en la
normativa nacional y de otros paises,

materia.

En la tercera etapa. quizas la mas
interesante desde el punto de wista
practico, se intentara elaborar normas
para clasificar estos instrumentos vy
verificar la calidad real de los mismos.
No obstante, en la actualidad. v dado
que al Laboratorio de Protecaidn Res-

estudio de algunos detectores, se han
desarrollado los montajes adecuados
para realizar pruebas de verificacion de
calidad, gue marchan paralelas al resto
de las actividades expuestas en torno
a esta materia.

A continuacion, se recogen en
una tabla los resuitados de nuestro

asi como trabajos relacionados con la piratoria se le ha solicitado ya el estudio de mercado
SISTEMA BASE DE SISTEMA, BASE DE
CONTAMINANTE DETECCION SENSIBILIDAD SUPUESTA, CONTAMINANTE DETECCION SENSIBMUDAD SUPUESTA
CO Infrarrojos 0-50,0-100,0-600 01000 g C1y Celula electroditica 0 - 50 p.p.m.
pp.m 0= 100% Electrodo de membrana - 3ppm
J— Foloarietria sobre papel
Ouidacion catalitica G-500 ppm 0-8 &-16, sensibilizado 0-4ppin
0-12% Semiconductores -1, 6-20,0-50ppm
Célula electroquimica 0. 50, 0 - 200, & - 300, 6 - 500, Céluka de ionizacion - Sppm,
0- 1000 p.p.m. e R e
Semiconductores 0-50, 0500 p.pm Clit Fotometria sobre papet
Indice de refraccion 0-1.0-40% sensibilizado 0. 20ppm
Tubo detector 0, 50, 106, 200 p.p.m. Conduclividad idnica
- PR en agua
SH,y Célulg eld@troguimics 0-10, 0-20, 0-50. &- 100, T T e o o s et et
Q- M, 0-300,¢- 1000 p.p.m. Oy Interferometro Q- 1% (minimo 3701 %)
Pape! sensibilizado 20 - 1000 p.p.m. 0-30-10%
Indice de refraccién 0 - 1'5 {minimo 07005 %) Indice de refraccion 0 - 1% (minmmoe 'G2%)
0 - 0'8 % teninimo 0°08 %) 0 - 2% tminimo (2 %)
Semiconductores 0. 10,29, 30, 50, 100 p.p.m Conductividad termica 0108 p.p.m.
Celula de ionizacion 0-Shppm Infrarrojos G- 108 ppm
Infrarrojos 0-50.0-250 p.p.m. -
H, Conductividad térmica 0- 100 p.p.m.
50, Conductividad de Semiconductores G-50.0-100ppm
agua ionizada 0-E0-5ppm Indice de refraccion 0- 2% (minimo ("2 %)
Fotometria de llama 0« t00, 0 - 500, 0 - 1000 pphr Difusion molecular
Fluorescencia 0-025 0-05 0-1, ¢-5, Puente de W heatstone 0- 08,0 4envolumen
0- 10 pp.m.
Infrarrojos 0- [00% (83} Cétula electroquimica 0-§0, 0-25 @-30, 0-50,
Cambio de color 0 - LO00 mg/m? 0-100'%
Enterferencias: Endice de refraccion 0 - 100% tminimo 0°2'%)
NO, < 2% Beteccion paramagnetica 0-50-21% envolumen
0,<2% . Célula polarografica 0-10,0-50% en volumen
Vapor H;0 < 1% Oradacion catalitica 0-500p.pm.
e s e 0-100%
S0y Electrodo de membrana 0-15p.pm. . Relacion presiones parciales 028 % (minkmo 07150}
Indice de refracgitn 95 % (minimo 0°01'%) Suscepubilidad
N 0'6 % (minimo 0°02%} magnética/ temperatura 0-100 p.p.m.
9 - 1'5 % Erinimno 00605 % g e e
. ) 0 - 08 % (minima 008% ) 0, Quimiluminiscencia 0-02 0050205 ppm.
Célala electroguinica Q-5.0-15pph. Cambio colotiniétrico 0- 500 g/m?
: Intesferencias:
MO, Célula eletrpquimica | G-10,0- M) ppm. NG, < 5% i
Quimiluminpiscéncta (}-50,0- 100, 0- 250, 0. 500, Vapor Hy (b < 3%
. - 1008, 0 - 50900 p.p.m. Fotonetna de Hama G-001. 0-002, 0-008,
Cambiode color - 500 mg/m 1 .01, 0.0 G-05. D1
Interferencias: p.p.m.
SOz apartirde | % Indice de refraceion © - 6% {minimo 0°02 %)
05 a partir de 100 mg/m? S —
Infrarrojos 0-2. 0-10, 0-50, 0-100, § CNH Electrodo de membrana Q- 300 ppm
G- 250 p.p.m. Conductividad ionica
en igua .
NO Infrarrojos 0- 18 {&-50, 0. 100, 0-250, Semiconductores 0- 50 p.p.m.
: 0 - 600 p.p.m. L
Cambio colorimétrice 0- 500 2/m? Metano Conductividad trmica 0-125,0-5 0-100%
Interferencias: Combustion catalitica D-2.0-099%
SOy a partir de | % Indice de refraccion 0- 3% (minimo 07005% )
0 a partir de 100 g/m? Interferometro -6, 0.0, 0-100%
Célula electroquinmica 0-50,0-100ppm Célula eloctroguimica 0. 100%
Quimiluminiscencia 0-56.0- 190, ¢ - 250. 0- 500, Puente de Wheatstone 0-1'25.0-5% en volumen
0-1.000,0- 5000 ppm S
T—— e Explosimetros (£)  Combustion catalitica
NH;, Infrarrojos 0-100% Conductividad térmica
Semiconductores 0- 100 % Puente de W heatstone 0-20.0-100%
0-50.0-75 0. 00, 0- 150, . e e e e
0-200,0- [000 p.p.m. Hidrocarburos lonjzacion de llama G-4,0- 1000 p.p.m.
Fotometria sobre papel ’ Semiconducicres - 100, 0 - 10.000 p.p.m.
sensibilizado 0- 180 p.p.m. Interferometro 0-50-30%
NH, Conductividad idnjca Gases y vapores  Difusion molecular
efmraga combustibles en
Elécirodo de membrana 0 150,075 ppm general
Céhula electrolitica - 100,10 - 200, - 1000 p.p.m. P
Indice de refraccion 0 - 20% fminirma $05 %) Vapores de Interferometso 0-2%
SRR 0. 3% (minkno 0°3%) gasolina Puente de Whealstone 0.20,6-100%LEIL
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